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１．概要（Summary） 

メモリ出荷前検査で用いる電気特性評価ではプロービ

ング用のアルミパッド上にカンチレバータイプや垂直針タ

イプに関わらずプローブ痕が生じる。このプローブ痕を残

したままWafer on Wafer(WOW)接合工程を行うとボイド

やショート等の物理的、電気的な不具合が生じるため、

WOW 接合工程前にプローブ痕高さをデバイス構造から

許容できる高さ 1.2 m以下とする必要がある。 

２．実験（Experimental） 

【利用した主な装置】 

短波長レーザー顕微鏡[VK-9700]、集束イオンビーム

加工観察装置(FIB)、触針式段差計 

【実験方法】 

初期のプローブ痕高さをレーザー顕微鏡で測定し、所

外にてアルミの CMP を実施した。アルミ CMP 後のプロ

ーブ痕高さもレーザー顕微鏡を用いて測定した。 

３．結果と考察（Results and Discussion） 

プローブ痕の初期高さを測定した結果を Fig. 1 に、ス

ラリー(A)、研磨パッド(B)を用いて n 秒間の研磨を行った

後のプローブ痕を測定した結果を Fig. 2 に示す。プロー

ブ痕高さを研磨時間に対してプロットした結果を Fig. 3に

示す。 スラリーA及び研磨パッド Bを用いる事で、WOW積層

に対応できる高さ 1.2 m 以下のプローブ痕高さとするこ

とが出来る事が分かった。 

４．その他・特記事項（Others） 

なし。 

５．論文・学会発表（Publication/Presentation） 

なし。 

６．関連特許（Patent） 

なし。 

Fig. 1 Laser microscope measurement results 

(initial).

Fig. 2 Laser microscope measurement results 

(after CMP).
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Fig. 3 CMP time dependency of probe mark 

height.


